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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag genn. S 44 PatG ist gestellt 
@ Ha Ibbruckenkonfigu ration 

® Um eine Last, z. 8. einen Elektromotor bidirektional mit 
Strom zu versorgen, wird eine H-Bruckenkonfiguration 
aus vier Schalttransistoren eingesetzt. Um sowohl eine 
hervorragende elektrische als auch thermische Leitfahig- 
keit zu erzielen, wird eine Halbbruckenkonfiguration aus 
zwei Translstoren (T1, T2) entgegengesetzten Leitfahig- 
keitstyps aufgebaut, wobeijeder Transistor (T1,T2) auf ei- 
nem Chip <CH1, CH2) reaiisiert ist, die mit ihren Rucksei- 
ten auf einem gemetnsamen, vorzugsweise aus Metall 
hergestellten leitenden Trager (TO) sitzen. Jedes Gehause 
ist mit einem derartigen Trager ausgerustet. Die Ruckseite 
eines jeden der beiden Chips (CH1, CM2} wird aus der 
Drain- oder Sourceelektroda der Transistoren (T1, T2) ge- 
btldet. Die Last ist am Trager (TO) anschliefSbar. Es lassen 
sich zwoi Halbbruckenkonfigurationon fn vorteilhafter 
> Weise zu etner H-Briickankonfigu ration kombinieren. 
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Die Hrfindung belritft eine Halbbriickenkonfiguration aus 
einem ersten und einem zweiien Transistor, wobei die bei- 
den Transistoren mit ihren Streckenelektroden in Reihe ge- 
schaitet sind, wobei eine Betriebsspannung an der Reihen- 
schaltung licgt und wobd an die mitcinandcr vcrbundcncn 
Streckenelektroden der beiden Transistoren eine Last an- 
schlieSbar ist. 

Urn eine Last, z. B. einen Elektromotor. bidirektional mit 
Strom fur Links- und Rechtslauf versorgen zu konnen, wird 
cine sogcnaontc H-Bruckcnkonfiguration cingcscizt. Eine 
H-Bruckenkonfiguralion isl eine Briickenschallung aus vier 
Ilalbleiterschaltera, beispielsweise 4 MOSFETs, bei der die 
Ial^i im Querzweig liegl, und in jedem Brtlckenzweig zwei 
Transistoren niii ihren Streckenelektroden in Reihe geschal- 
tet sind. Mittels einer Ansteuerschaltung lassen sich die 
Tninsisloren so steuem, daS der Slrom in der einen Richlung 
Oder in der Gegenrichtung durch die Last, z. B. den cnvahn- 
ten Klektromotor, flieBl. Je nach Stromrichfung dreht sich 
der Elektroniotor rechts- oder Unksherum. 

Aus der US-PS 5,703,390 ist eine HalbleiteischaJtungs- 
anordnucg bekannt, bei der vier MOSFETs, die eine BrOcke 
bilden, eleklrisch isoliert auf einem Si-Trager sitzen. Wenn 
zum Schaltcn hohcr Strdmc groBc Lcisiungsschaltcr crfor- 
derlich sind, ist es jedoch kostengunstiger, die Leitungs- 
schalter auf mehrere Trager zu verteiien, die funktionsspezi- 
fisch opiimiert sind. 

In der EPO 809 292 A2 ist ein Leistungstransistormodul 
bcschricbcn, bei dcm zwei Transistoren auf cincm spczicl- 
len eleklrisch isoliereaden Substral angeordnel sind, das auf 
einem Metallirager sitzL Die beiden TVansistoren sind in der 
erwMhnren Hal bbriickenkon figuration angeoninet. 

Die aus der US-PS 5, 703, 390 bekannte H-Bruckcnkon- 
figuration und die in der EP 0 809 292 A2 offenbartc Halb- 
bruckenkonfiguniaon haben den Nachleil, daB die eleklri- 
schc und die thermische Leitfahigkeit nichl optimal sind. 

Rs ist daher Aufgabe der Hrfindung, eine HalbbrUcken- 
konfiguration geraSB Oberbegriff des Anspruchs 1 so zu ge- 
stalten, dafl die elektrische und die thermische Leitfahigkeit 
mdglichst optimal sind. 

Die Erfindung lost diese Aufgabe gemaB Anspruch 1 da- 
durch, dafi die beiden Transistoren vom gcgcnsaizUchcn 
LeiU^ihigkeitstyp sind. daB jeder Transistor auf einem Chip 
realisiert ist, daB die beiden Chips mit ihrer Ruckseite auf ei- 
nem gemeinsamen elektrisch leitenden Trager sitzen. so daB 
eine Streckcneleklrode des ersten Transistors mit der glei- 
chcn Strcckcnclcktrodc des zwcitcn Transistors vcrbundcn 
isl, und der leilende TVager einen Suminenpunkt bildel und 
daB die Last am leitenden Trager bzw. am Summenpunkt an- 
schlieBhar ist 

Jeder Transistor ist auf einem Chip realisiert. Weil bei der 
crfindungsgemaBen Halbbriickenkonfiguration wegen der 
Verwendung von Transisloren gegensatzlichen Leitfahig- 
keitstyps im Gegensatz zu den bekannten Ilalbbruckenkon- 
figuraitonen gleiche Streckeneleklrtxlen die Kollektoren 
Oder die Emitter bzw. bei FETs die Drainelektroden oder die 
Sourccclcktrodcn - anstcllc unglcichcr Streckenelektroden 
iidteinander verbunden sind, konnen die Ruckseilen der bei- 
den Chips unmittelbar miteinander verbunden werden, denn 
sie realisieren die gleichen Streckenelektroden. Hrfindungs- 
gemaB wird diese Verbindung dadurch realisiert, daB die 
beiden Chips mit ihrcn ROckscitcn auf cincra gemeinsamen 
elektrisch leitenden TrSger z. B. aus MetaU sitzen. Durch die 
MaBnahme, die beiden Chips auf einem gemeinsamen elek- 
lrisch leitenden Tdlger zu setzen. werden sowohl eine opii- 
male elektrische als auch thermische Nferbindung und Leit- 
fahigkeit zur Warmeableitung erzielt. 



Die Erfindung wird nun anhand der in der Zeichnung dar- 
gcstcUtcn Ausfiihrungbcispiclc bcschricbcn und crlautcrt. 
In der l^ichnung zeigen: 

Fig. 1 den elekuischen Schaltkreis eines ersten Ausfuh- 
5 ningsbeispieles der Erfindung, 

Fig. 2 die Konfiguration des ersten Ausfiihrungsbeispie- 
Ics aus Fig. 1 auf cincm Chiptragcr und 

Mg. 3 ein zweites Austuhrungsbeispiel der Hrfindung mit 
zwei Ilalbbruckenkonfigurationen. 
to In der Fig. 1 sind zwei Transistoren Tl und T2 in Reihe 
geschaltet. die vom entgegengesetzten Leitfahigkeitstyp 
sind. Der Transistor Tl, dcsscn Drainclcktrodc mit dor 
Drain-eleklrode des Transislonj T2 verbunden isl, isl bei- 
spielsweise ein P-MOS-Peldeefekttransisior, wahrend der 
15 Transistor T2 ein N-MOS-Feldeffekttransitor vom entge- 
gengesetzten Leitfahigkeitstyp ist. An der SourceelekU-ode 
des Transistors Tl liegt eine Betriebsspannung UB, wahren 
die Sourceeleklrode des Transislors T2 auf Masse liegl. An 
dem Verbindungspunkt der Drainelektroden der beiden 
20 Transistoren Tl und T2, der einen Summenpunkt S hildet, 
ist der erste AnschluB einer Last L angeschlossen, an deren 
zweiten AnschluB A die Betriebsspannung UB liegt oder de- 
ren zweiter AnschluB A auf Masse liegt. Die (lateelektroden 
der beiden Transistoren Tl und T2 sind mit den Steueraus- 
25 gangcn cincr Ansteuerschaltung IC verbunden, wclchc die 
beiden Transistoren Tl und '1*2 steuert. Die Betriebsspan- 
nung UB liegt an den Vcrsorgungs-spannungseingangen der 
Ansteuerschaltung IC, die zwei Sleuereingange hat Am ei- 
nen Steuereingang liegt eine Steuerspannung E^l, am ande- 
30 run cine Steuerspannung IN2. 

Es wird nun die in Fig. 2 gezeigle Konfiguration des in 
Fig. I dargestellten Schaltkreises beschrieben und eriautert. 

Die beiden Transistoren Tl und T2 sind als Chips CHI 
und CH2 realisiert. die mit ihren Ruckseiten, welcbe die 
35 Drainelektroden darstellen, auf einem gemeinsamen leiten- 
den Trager TO, der z. B. aus MeiaU gefenigi sein kano. sit- 
zen. Die Ansteuerschaltung IC ist ebenfalls als Chip reali- 
siert^ der eleklrisch isoliert vorzugsweise auf dem hoheroh- 
migen der beiden Transistoren, dem P-MOS-FeldeffektU-an- 
40 sitor Tl sitzt, denn ein p-leitender Transistor isl bei gleicher 
Chipflache aus physikalischen (Jrunden stets hoherohmig 
als ein n-leitender Transistor. Am Trager TO, der den Sum- 
menpunkt S bildct, ist cine AnschluBfahnc Tiir die Last L 
vorgesehen. AuBerdem sind die externen Anschlusse fiir die 
45 Versorgungs-spannung UB. fiir Masse sowie fur die Steuer- 
spannung INI und IN2 vorgesehen. die mitiels Drahtverbin- 
dungen mit den entsprechenden Anschlussen der Ansteuer- 
schaltung IC und der beiden Transistoren Tl und T2 verbun- 
den sind. 

-*50 Besonders vorteilhaft ist es. das Chip der Ansteuerschal- 
tung IC elektrisch isoliert auf den P-MOS-Feldeffeknransi- 
stor Tl, dem hoherohmigen der beiden Transistoren Tl und 
T2, anzuordnen, weil damit eine optimale thermische Kopp- 
lung zwischen dem Chip der Ansteuerschaltung IC und dem 
55 CTiip cm des Transistors Tl erzielt wird. 

Tn der Ansteuerschaltung TC wird bei einer Au.sgestaltung 
der Erfindung die Temperatur im Chip ausgewertet, Weil das 
Chip der Ansteuerschaltung IC auf dcm hoherohmigen der 
beiden Transistoren Tl und T2 silzt, spricht es fruhzeilig auf 
60 Ubertemperalur an und schutzt durch Steuersignale die ge- 
samte Konfiguration vor Zersirtrung durch tiberlast. 

Die beste elektrische und thermische Verbindung und da- 
durch bcdingt cin sichcrcs friihzcitigcs Ansprcchcn auf 
tJbertemperatur werden erzielt, wenn der TVager Tl), auf 
65 dem die Chips CHI, CH2 und IC sitzen. wobei die Chips 
CHI und IC ubereinander liegen, an oder auf der Last L be- 
festigt ist Weil der Trager TO. das Chip CHI und das Chip 
IC ubereinander angeordnet sind, bestehi eine ausgezeich- 
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nete Wanneleitung von dcr Last L bis zum obersten Chip 
IC. 

Die Steuerspannungen INI und IN2 sind einfache logi- 
sche Signale, welche die Ansteuereinheit IC in Steuersi- 
gnale filr die beiden Transistoren Tl und T2 umseczL Sic 
veitiindert das gleichzeitige Duichschalten der beiden Tran- 
sistoren Tl und T2 und kann auBcrdcm den Strom bcgrcn- 
zen. 

Der P-MOS-Feldeffekttransistor Tl laGt sich im Cegen- 
satz zu einem N-MOS-FeldeSekttransistor schnell und ohne 
Aufwand ansteuem, weil hierzu weder eine Ladungspumpe 
noch cine Bootsirap-Schaltung crfordcrlich ist. 

Vo^^ugsweise sind die beiden Transistoren Tl und T2 in 
der kostengunstigen aber dennoch am besten clektrisch lei- 
renden Venikat technologic ausgefuhrt. 

Die Erfindung benotigt nur wenige Pins, weil vicle Ver- 
bindungen zwischen den drei Chips - der Anstcuerschaltung 
IC sowie der beiden Chips CHI und CH2 der beiden Transi- 
storen Tl und T2 - im Gehause verlaufen. Fur diese intemen 
Verbindungen entfallt der aufwendige F^D-Schut?.. 

Besonders vorteilhatt ist cs, den melallischen Trager, den 
jcdcs Gehause besiizi, fur den Trager TO und den Summen- 
punkt S vorzusehen. HierfQr eignen sich auch alle wStandard- 
gehause wie z. B. das Standardgehause TE220. 

Ein wcitcrcr Vortcil dcr Erfindung Ucgt darin, daB sich 
mehrere Halbbriicken zu beliebigen Kontigurationen kom- 
binieren lassen, so daB sich eine groBe Vielfalt an Anwen- 
dungsmogiichkeiten ergibL 

Eine Anwendungsmoglichkeit zeigt das in der Fig- 3 ab- 
gcbildctc zwcitc Ausfiihrungsbcispicl dcr Erfindung. 

In der Fig. 3 isL an die Halbbruckenkonfiguralion aus der 
Fig. 1 eine zweitc gleiche Ilalbbruckenkonfiguration aus 
zwei Transistoren T3 undT4 so angeschlossen, daB eine H- 
Bruckenkonfiguraiion gebildet wird. Die Gateelektroden der 
sich jeweils diagonal gegeniibcrliegendcn Transistoren Tl 
und T4 bzw. T2 und T3 sind iiiiL deiu einen b^w. mil dein an- 
deren Steuerausgang der Anstcuerschaltung IC verbunden. 
Die T^si T. liegi zwischen den beiden Summenpunkren S. 
An den Sourceelektroden der beiden Transistoren Tl und 13 
liegt die Versorgungsspannung UB, wahrend die Sourcee- 
lektroden der beiden IVansistoren T2 und T4 auf Masse lie- 
gen. 

Die Erfindung ist sowohl fUr unidircktionalcn als auch bi- 
direktionalen Betrieb geeignet, wenn im letzlen Fall zwei er- 
findungsgeraaBe Ilalbbriickenkonfigurationen zu einer 
BrUcke ergSnzt miteinander kombiniert werden. Weil je- 
weils zwei einen Transistor bildende Chips mit ilirer Ruck- 
scitc auf cincm gcmcinsamcn clckuisch Icitcndcn Trager sit- 
zen, liegen opuwale eleklrische und ihenidsche Leilverhall- 
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A zweiler AnschluB der Last 

cm Chip 

CH2Chip 

IC Anstcuerschaltung 
INI Stcucrspannung 
IN2 Sleuerspannung 
LLast 

S Summenpunkr 
Tl Transistor 
T2 Transistor 

T() clektrisch leitender TrSger 
UB Versorgungsspannung 



Patentanspruche 

1. Halbbriickenkon figuration aus einem ersten und ei- 
nem zweiten Transistor (Tl, T2), wobei die beiden 

5 Transistoren (Tl, T2) mil ihrem Streckenelektroden in 
Reihe geschaltet sind, wobei eine Betriebsspannung 
(UB) an dcr Rcihcnschaltung Ucgt und wobei an die 
miteinander verbundenen Streckenelektroden der bei- 
den Transistoren (Tl, T2) eine Last (L) anschlieBbar 

to ist, dadurch gekennzeichnet, dafi die beiden Transi- 
storen (Tl. T2) vom gegensatzlichen Leittahigkeitstyp 
sind, daB jcdcr Transistor (Tl, T2) auf cincm Chip 
(CHI. CH2) realisiert ist, daB die beiden Chips (CHI. 
CII2) mit ihren Ruckseiten auf einem gemeinsamen 

15 clektrisch leilenden Trager (TO) sitzen, so daB eine 
Streckeneleklrode des ersten Transistors (Tl) mit der 
gleichen Strcckenelektrode des zweiten Transistors 
Cr2) verbunden isL, und der leitende Trager (TO) einen 
Summenpunkt bildet und daB die Last (L) am leitenden 

20 Trager (TO) hzw. am Summenpunkt (S) anschlieBbar 
ist. 

2. Halbbriickenkon figiu-ation nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der leitende Tiliger (TO) aus 
Metall gefertigi ist. 

25 3. Halbbrijckcnkon figuration nach Anspruch 1 odcr 2. 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transistor (Tl) 
ein P-MOS-Feldeffekttransistor ist, daB der zweite 
Transistor (T2) ein N-MOS-Feldeffekltransitor ist, des- 
sen Draineiektrode mil der Drainelektrode des ersten 

30 Transistors (Tl) und mit dcm Trager (TO) verbunden 
isl. 

4. Ilalbbruckenkonfiguration nach Anspruch 1, 2 oder 

3. dadurch gekennzeichnet, das die Gateelektroden der 
beiden Transistoren (Tl, T2) mit einer Ansteuerschal- 

35 tung (IC) verbunden sind, die Steuersignale fUr die 
TransisLorcn (Tl, T2) erzeugu 

5. Halbbriickenkon figuration nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Anstcuerschaltung (TC) 
auf einem Chip realisiert ist, das auf einera der beiden 

40 Transistoren (Tl, T2) clektrisch isoliert angeordnet ist. 

6. Halbbriickenkon figurauon nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Chip der Anstcuer- 
schaltung (IC) auf dcm h5hcrohmigcn dcr beiden IVan- 
sistoren (TL '1^2) sitzt. 

45 7. Ilalbleiterkonfiguration nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das (^hip der Anstcuerschaltung 
IC auf den Transistor (Tl) vom P-Leitfahigkeitstyp 
sitzt. 

8. Halbbriickenkon figuration nach einem der Anspru- 
50 che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet. daB der Trager 

(TO) 7.ur Hrzielung einer optimal en elektrischen und 
tliermischen Verbindung auf der Last (L) siut. 

9. Halbbriickenkonfigiu-ation nach einem der Ansprll- 
che 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet, daB bei unidirek- 

55 tionalem Betrieb der zweite AnschluB (A) der Last (L) 
an einer Be!riehs.spannung (UB) oder auf Masse liegr, 
daB bei bidirektionalem Betrieb der zweite AnschluB 
(A) dcr Last (L) am Summenpunkt (S) cincr zweiten 
Halbbriickenkon figuration angeschlossen isl. 

60 10. Halbbriickenkon figuration nach einem der voran- 
gehenden Anspriiche. dadurch gekennzeichnet, daB die 
beiden Transistoren (Tl, T2) in Vertikaltechnologie 
ausgcfiihrt sind. 

11. Halbbrtickenkonfiguration nach einem der An- 
65 spriiche 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB im Chip 
der Anstcuerschaltung (IC) eine Temperaturilberwa- 
chungsschaltung integriert ist, welche die gesamte 
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Halbbnickenkonftguration vorZerstdrung schutzt. 
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